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【はじめに】近年、低コスト・フレキシブル化が可能な塗布型電子デバイスの開発が進められており、

中でも単層カーボンナノチューブ(SWCNT)は、薄膜トランジスタ(TFT)の半導体材料として注目されてい

る。我々はこれまでに、半導体型CNTの直径や長さ等のナノ構造制御を検討し、CNTの直径分布の狭小

化および長尺化によって、塗布型 TFT の大幅な高性能化を達成している[1]。今回は、この直径分布が小

さい CNT の半導体純度向上を目的に、ゲルカラム法による半導体／金属 CNT 分離の検討と TFT 評価を

実施したので、その結果を報告する。 

【実験】各種原料 CNT を界面活性剤水溶液にて分散した後、ゲルカラム法によって半金分離をおこな

い、半導体型CNTを抽出した。カラム温度など各条件によって抽出されたCNTの半導体純度は光吸収ス

ペクトルによって評価した。また、半導体純度の異なる CNT と当社独自の半導体ポリマーとの複合体を

形成させることによって分散液を調製し、デバイス特性を比較した。 

【結果】ゲルカラム法の各種条件調整によって、700nm 付近の金属型CNT 吸収が減少し、金属型CNT

除去率が向上した(Fig. 1)。また、半導体純度の異なる各 CNT と半導体ポリマーとの複合体を用いて TFT

特性を評価した結果、CNT の半導体純度が向上するほど TFT 素子のトランスファー特性が向上すること

を確認した(Fig. 2)。ゲート電圧で制御できない金属型CNTが低減されたことにより、CNTネットワーク

の半導体性能が向上したものと考える。 
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Fig.1. Optical absorbance spectra of SWNTs  Fig.2. Transfer characteristics of TFTs 
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